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CARACTERIZAGAO ELETRICA DE MATERIAIS SEMICONDUTORES
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A microscopia de varredura por sonda € uma poderosa ferramenta para a nanolitografia devido a
excelente resolugao espacial. Em nosso caso, utilizamos um microscopio de forga atdmica (AFM)
para fabricar estruturas metalizadas de dimensdes nanométricas em varios tipos de amostras
semicondutoras onde o interesse € a caracterizagcao de propriedades de transporte elétrico. Para
tanto utilizamos a fotoligrafia convencional e litografia por AFM no modo arraste para gravar
padrbes com escala sub-micro e nanométrica em amostras com mesas contendo nanoestruturas
enterradas de InP/InAs/InP. Apds a remocao fisica do resiste, um processo de lift off permite a
metalizagao de linhas; numa segunda etapa com a litografia por AFM obtemos gaps entre as linhas
com distancias da ordem de 10-30nm. Estas linhas sao sobrepostas sobre um padrao fotogravado
de pads metalizados, para medidas de transporte. Com este processo, fabricamos contatos
metalicos que possibilitaram medir fendmenos de transporte numa area contendo um numero
pequeno de nanoestruturas (fios e pontos quanticos) de InAs. Pudemos observar a baixa
temperatura a presenca de ruido telegrafico correspondendo a condutividade por hopping

associado aos estados discretos das diferentes estruturas de InAs presentes na mesma amostra.
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